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Wspofczesna elektronika i optoelektronika napedzane s3 przez postepujgcy miniaturyzacje
oraz rosngce wymagania dotyczace wydajnosci i energooszczednosci urzadzen, co stawia
nowe wyzwania w zakresie technologii osadzania warstw péfprzewodnikowych. Struktury
niskowymiarowe, miedzy innymi takie jak grafen, wyrdzniajg sie wysokg ruchliwoscia
nosnikéw tadunku oraz potencjatem do stosowania w elastycznych i przezroczystych
urzadzeniach elektronicznych, otwierajgc nowe mozliwoéci w dziedzinie elektroniki
i spintroniki. Z kolei materiaty z grupy TMD (dichalkogenki metali przejsciowych), dzieki swojej
warstwowej strukturze i mozliwosci precyzyjnego dostosowania przerwy energetycznej,
znajduja szerokie zastosowanie w tranzystorach polowych, fotodetektorach i technologiach
zwigzanych z magazynowaniem energii.

Gtownym celem pracy byto opracowanie modutowego systemu prozniowego do osadzania
zaawansowanych materiatéw pétprzewodnikowych, ktéry umotzliwia precyzyjna kontrole nad
warunkami procesu osadzania, w tym nad temperaturg podtoza, dynamika osadzania oraz
manipulacjg podfozem. Prace badawcze nad tym systemem zostaty zrealizowane we
wspotpracy z firmg PREVAC, specjalizujaca sie w produkcji Zaawansowanej aparatury
prozniowej. System ten zostat zaprojektowany z myslg o precyzyjnym sterowaniu
parametrami procesu, co pozwala na uzyskiwanie warstw o wysokiej jednorodnosci
i doskonatych wtaéciwosciach strukturalnych oraz optoelektronicznych.

Innowacyjne rozwigzania zastosowane w systemie, takie jak Zaawansowany manipulator
podtoza z mozliwoscig precyzyjnego przemieszczania i podgrzewania za pomocg szerokiej
wiazki lasera lub grzatki oporowej, umoiliwiaja kontrolowanie parametréw procesu
z wyjatkowa doktadnoscig. Dzigki modutowej konstrukeji systemu mozliwa jest jego adaptacja
do réznorodnych aplikacji badawczych i przemystowych, co znaczyco zwieksza funkcjonalnosé
w procesach osadzania warstw pétprzewodnikowych.

Wyniki eksperymentéw, w tym osadzanie testowych warstw tlenku indu (In20;), potwierdzity
wysokg jakos¢ i jednorodnosc osadzonych warstw, co wskazuje na skutecznoéé opracowanego
systemu. Precyzyjna kontrola parametrow procesu, takich jak predko$é nanoszenia,
temperatura podfoza i cisnienie robocze, jest kluczowa dla uzyskiwania warstw
potprzewodnikowych o przewidywalnych wiasciwosciach fizykochemicznych. System ten, ze
wzgledu na swoje innowacyjne rozwigzania technologiczne, ma szerokie mozliwosci
zastosowania zaréwno w badaniach naukowych nad nowymi materiatami, jak i w przemysle,
gdzie wymagana jest wysoka precyzja i powtarzalnogé.

Praca wprowadza nowatorskie podejscie do technologii wytwarzania materiatéw
potprzewodnikowych, dostarczajac systemu, ktéry odpowiada na rosnace zapotrzebowanie
na zaawansowane rozwigzania w dziedzinie elektroniki, optoelektroniki oraz technologii
zwigzanych z magazynowaniem energii.



